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РЕФЕРАТ
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НЕОДНОРОДНЫЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКИ, РОСТ КРИСТАЛЛОВ, 

ТРИГЛИЦИНСУЛЬФАТ, ТИТАНАТ БАРИЯ СТРОНЦИЯ

Объектами исследования являются монокристаллы триглицинсульфата с 

изменяющимся содержанием примеси и керамика титаната бария стронция с 

пространственным изменением соотношения барий/стронций

Целью работы является экспериментальное и теоретическое исследование 

влияния распределенной поляризации на сегнетоэлектрические фазовые 

переходы, критические явления, диэлектрический и температурный гистерезис в 

сегнетоэлектрических кристаллах с закономерным распределением примесей.

В результате выполнения работы разработаны методики выращивания 

кристаллов с заданным распределением примеси, разработана и изготовлена 

кристаллизационная аппаратура для выращивания таких кристаллов. Выращен 

ряд кристаллов с закономерным распределением примеси при температурах 

выше и ниже температуры Кюри.

Исследованы электрофизические свойства кристаллов TGS с плавным 

профильным распределением примеси ионов хрома, выращенных в сегнетофазе 

и парофазе.

Исследованы эффекты униполярности в кристаллах с градиентом 

распределения примеси, выращенных ниже и выше температуры Кюри

Разработана методика спекания слоистых структур на основе твердых 

растворов титаната бария стронция с изменением концентрации Sr в интервале 0- 

40 мол%. Получены образцы однородной и градиентной керамики титаната бария- 

стронция. Исследованы микроструктура и диэлектрические характеристики 

полученных образцов.

Проведен анализ процессов поляризации градиентных сегнетоэлектриков в 

рамках современных теоретических подходов.
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